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| Descoberta do Selénio (Se) (Berzelius)

| Preparacdo do Silicio (Si) (Berzelius)

| Eféﬂﬂ Fotoveltaico (BEC@HP?EU _

| Efeito Fotocondutivo no Se (Smith)

| Retificador do Ponto de Contato (Braun)

| Efeito Fotovoltaico no Se (Adams & Dayv)
Céhilas Fotovoltaicas de Se (Fritts/Uljanin)

Fotosensitividade em Cu-Cu>0 (Halhvachs)
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Efeito Fotovoltaice com Barreira de Potencial (Goldman & Brodsky)
Monocristal a partir do Si Fundido (Czochralski)
Retificador de Cu-Cu>0 (Grondalil)

Célula Fotovoltaica de Cu-Cu:0 (Grondahl & Geiger) _
Teoria de Bandas em Solidos (Strutt/Brillouin/Kronig & P)

Teoria de Células com Barreiras V e H (Schotntky et al)

Teoria da Difuséo Eletrénica (Dember)

Aplicacdes Fotométricas (Lange)

1% eficiéncia em Células de Sulfeto de Tdlio (T1-S) (Nix & Treptow)
Crescimento de Células Fotrovoltaicas com Jun¢do (Ohl)

Teoria de Jungoes p-n (Shockley)




Aplicagdes




“Grid parity”
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“Grid parity” da energia solar: 2020
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Tecnologias
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Tipos de Células

Silicio cristalino — monocristalino e policristalino
Silicio amorfo

Telureto de Cadmio — CdTe

Disseleneto de Cobre indio (CIS — CulnSe2)
Arsenieto de Galio — GaAs

Células de Multi-Juncao

Corantes



Tipos de Células
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Modelo e Simulacdo de Médulos Fotovoltaicos
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VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R.; FILHO, E. R. Comprehensive Approach to Modeling and
Simulation of Photovoltaic Arrays. IEEE Trans. Power Electron., v. 24, n. 5, p. 1198-1208, 2009.
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Modulo Fotovoltaico: Curvas Caracteristicas
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Modulo Fotovoltaico: Curvas Caracteristicas
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Modulo Fotovoltaico: Curvas Caracteristicas
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_ Isto € um maodulo fotovoltaico....
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Isto € um modelo do mddulo fotovoltaico.




Modelo Matematico de Célula Fotovoltaica

practical PV device
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Photovoltaic Arrays. IEEE Trans. Power Electron., v. 24, n. 5, p. 1198-1208, 20009.



Modelo Matematico de Célula Fotovoltaica

practical PV device
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VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R.; FILHO, E. R. Comprehensive Approach to Modeling and Simulation of
Photovoltaic Arrays. IEEE Trans. Power Electron., v. 24, n. 5, p. 1198-1208, 2009.
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Voltage regulation of photovoltaic arrays: small-signal analysis and control design. M. G. Villalva, T. G. de
Siqueira, E. Ruppert F. IET Transactions on Power Electronics (Journal), v. 3, no. 6, 2010.




Fatores que influenciam as curvas caracteristicas.
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Resisténcias série e paralelo
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Modulo Fotovoltaico: Efeito Sombreamento Parcial

e Sombreamento e acdo dos diodos by-pass.
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Modulo Fotovoltaico: Efeito Sombreamento Parcial

e Sombreamento e acdo dos diodos by-pass.
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EStimate - Sistemas
Fotovoltaicos

. Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.developer.gesep.estimate
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